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Change of Majority-Carrier Concentration in 10 MeV Proton-Irradiated p-Type Silicon 
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【はじめに】これまでに、単結晶Si太陽電池に使用されるCZ(Czochralski)法により作製されたB-doped Si及び、Al、Ga-doped p形Si基板(CZ法)は、照射量 2.5×1014 cm-2 
の 10 MeVの陽子線照射で伝導形がp形からn形に反転したと報告した1)。B-doped p形Siがn形に反転する理由として、放射線照射により生成したBi-Oi複合欠陥がドナー的

な働きをすると考えられているが2)、基板にBが含まれていなくても伝導形が反転する事が判明した1)。今回は酸素濃度の低

いFZ(Floating Zone)法により作製されたB-doped p形Siに 10 MeVの陽子線を照射し、ホール効果測定から伝導形反転にO
が関与しているかを調べる。 
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【実験方法】1 cm角で膜厚 300 µmのCZ及びFZ法により作製されたB-doped p形Si基板を用いた。各基板に 10 MeVの陽子
線を 1×1013 cm-2、1×1014 cm-2、2.5×1014 cm-2照射し、試料の四隅にAu電極を蒸着した。各試料において、低温から 350 
Kまで温度を変化させてホール効果測定を行い、多数キャリア密度の温度依存性を得た。 
【実験結果・考察】図１にCZ及びFZ B-doped Siの陽子線未照射の試料と、10 MeVの陽子線を照射した各試料の多数キャリ
ア密度の温度依存性を示す。陽子線照射量 2.5×1014 cm-2 でCZ B-doped p形Siはn形に反転したが、FZ B-doped Siはn形に
反転しなかった。Si中の酸素濃度はCZの場合 8.4×1017 cm-3でありFZの場合 1.1×1015 cm-3であることから、p形Siの伝導
形が陽子線照射によりn形に反転する理由として、Oが関与している事が考えられる。 
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